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Exercice 1 : On considere le circuit de la figure suivante :

Re=5kQ |, Re=10kQ |
= 4 - AN =
VEB
-
Voo -——_ ls
ce + VC VE M _—;_VEE
Rs
-_ Fig.1
-
1)
Le transistor est caractérisé par Vgg = 0.7V, V, = 75V et Ry = 130k2.0Ona Vy =2V
a) -
Maille M :

_VEE + REIE + VE = O
Soit :
I =@=%2m,4 = 1mA.
E

D ‘autre part,ona:

Rplg + Vgp = Vg, Ip= I’E‘;ﬂ = %mA =0.01mA
B

et

Iy = (B + Dlg,
ce qui entraine :

_E_4_1 4=
'B_IB 1_0.01 1=99

b) -
Le potentiel collecteur est donné par :

VC == _VCC + Rclc == _VCC + RCBIB == _12 + 10 X 99 X 001 = _21V

2) Le schéma du transistor en dynamique est représenté a la figure ci-dessous :

Pr. A. MAAOUNI 2018-2019



Université Mohammed V,

Faculté des Sciences, Rabat Electronique SMP4
B iy C
Oo—= 1

Bio
lE
Ve Vr 26
—pL="T=2 —26kn
=B =T = 0o
v, V, 75
r, = kQ = 74,25k0

I.  Bls 0.01x99

3) Latension aux bornes de la diode diminue a raison de 2mV par 1°C. On peut donc

écrire :
VEB — _amV/°C
AT
VB = O
AVy = =2mV (50 — 27) = —46mV
AVg = Vg(T = 50°) — Vg (T = 27°) = —46mV
V(T = 50°) = 2V — 0.046V = 1.954V
Exercice 2 :
AL
Rs
ANN—> > 1/rz = 0.04 (AIV) +\|( I,

+

Vz
+ R, V
—_ Vs L§ - f\\______

6mA

WA

1"—
f_ =
<N

Voo S

Fig. 2a Fig. 2b 10V
1- L’équation de la demi-droite passant par le point (V,,, 0A) est donnée par :

VZ == VZO + T‘ZIZ

Le point M (10V, 6mA) appartient a cette demi-droite, il s’ensuit donc que :
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10 =V, +1, 6 X 1073

Soit :
-3
Vio=10—7,6x 1073 =10 - —=2_ = 10 — > = 9.85V
40%10 40
2-
a- Compte tenu du théoréme de Thévenin, le circuit de la figure 2a peut étre
représenté ainsi :
Ry
——AW—— Iy = rte
+ z RT+71,
I
: V= —1L__y
N Vz "7 (RL+Ry) "
— Vs
Vp =——=24V =12V, Ry = R //R, = 0.5k
Ona:V; >V,, =9.85V, il s’ensuit que
-

I >0 = Izmin

La diode fonctionne donc dans la zone de claquage (polarisée en inverse)

3-
a_
Ry
—ANW + . .
Théoréeme de Millman :
. v Vr + VzoRr
V L= 12 + RT
+ 20 A Vo= 25 x 12 +9.85 x 500
— Vr L= 25 + 500
r, V, =9.952V
b- La loi d’Ohm entraine :
- I=E=9952mAR =1k
- L RL . ) L
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_ Vr-Vzo _ 12-9.85
Rr+7;  500+25

= 4.095mA

Le courant Iy = I, + I} = 4.095 + 9.952 mA = 14.047mA
4- La puissance dissipée par la diode Zener est :

P, = V,I, = 9.952 X 4.095mW = 40.75mW

Exercice 3 :
1-
Le schéma en statique de I'amplificateur est représenté ci-dessous :

VCC=20V VCC=20V

Rc< 3,2kQ
2om§ R, RcéS,ZkQ

lc/B
- —'\/V\'%—,,':

+ |E=IC
Vi——
zomg R: RE; 50 L RE§5kQ
Il -

L'application du théoréme de Thévenin permet d’avoir le schéma équivalent ci-dessus ou :

i
<
o
m

__R Vv —1V =10V
TR, +R, €T 27¢CT

R
Ry =R, I R, =71= 10kQ,R, = R,

Vr

La loi des mailles (maille M) se traduit par :

_VT + RTIEC‘l‘ VBE + REIE =0
Soit :
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Vr=v 10-0.7
I = —PE = 77 = 1.83mA

Enplusona:
Vps = Vee — (Rg + Ro)I; =20 — (5+3.2) 1.83 = 5V >» 0.2V

Le transistor fonctionne donc dans la zone active directe (supposée pour déduire la valeur
du courant 1)

2- T'T[ = BVT/IC Ol‘.l VT == 26mV
26
Fe = 125 X o= = 177k
TV, 200

=A =" k0 =109.3k
o=, T 183

3- Le schéma en dynamique de I'amplificateur est représenté dans la figure suivante :

i ib +
> >
+ Bin
Vi @ g § R. Vo
10k0§ Rr ‘ m §rn §Rc 5kQ
L ‘amplificateur est un amplificateur émetteur commun.
4- Larésistance d’entrée est définie par :
R, =Rz | —1OX1'77k!2—15k.(2
A T W A
5-
io

ir=0
=

Bib

:
De
10kQ n gro §RC 0

J?_ =
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La résistance de sortie est définie par :

Ry = e/l

Le courant de base est nul, ce qui entraine :

_109.3x3.2

RO =T Il RC = mkﬂ = 3.11k02
6- Ona:
Vo = BipR, I 7o I R¢
Vi = Trlp
A —__E (L+L+i)_1
v Vi o T \RL Rc )

1

ao= = (Lt ) - s
v 177\32 5 1093/ '

i, R, Riv, 1.5 1.5

Ap=Lt=b=_1 0 -y = 13538 =-406

5
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